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グラフェンの産業応用に向け、所望の基板上へのグラフェンの直接成長技術が注目されている。

我々も、以前より直接成長に関して研究しており、W キャップ層を用いた析出法により再現性良く

グラフェンを基板上に直接成長させることに成功している[1]。また、触媒のNi層を結晶化させるこ

とで、析出するグラフェンの結晶性が大きく向上することを報告した[2]。本研究では、結晶化Ni触

媒層がグラフェンの品質向上をもたらすメカニズムについてSPring-8のBL11XUのX線回折（XRD）

装置を用いたその場観察により、検討したので報告する。 

サファイア(0001)基板上に電子ビーム蒸着法を用いてNi (300 nm)を堆積した後、1000℃で30分間、

水素雰囲気で加熱することでNi触媒層を結晶化した。その後、アモルファスカーボン（5 nm）、W (20 

nm)を堆積しサンプル構造を作製した。比較のため、結晶化しないサンプルも準備した。これらサン

プルを 900℃で 30 分加熱処理することでグラフェンを析出成長させた。その場でグラファイト(002)

回折ピークをモニターすることにより、加熱中に生じる現象を観察した。 

図 1 に加熱時の各サンプルのグラファイト(002)

回折ピーク強度の変化を示している。結晶化なしサ

ンプル（青線）では、昇温時および加熱時にグラフ

ァイト(002)回折ピーク強度が徐々に上昇している

ことが分かる。これは炭素原子が粒界拡散し、基板

界面でグラファイト構造を形成し始めていること

を示す。一方、結晶化 Ni サンプル（赤線）では昇

温時にピーク強度は変化せず、加熱時の上昇もわず

かであった。これは、加熱プロセス時にはグラファ

イト構造はほとんど形成していないことを示す。以

上より、結晶化 Ni サンプルでは、炭素の粒界拡散

が抑制され、良好なグラフェンの析出成長が行われ

た結果、直接成長するグラフェンの結晶性が向上し

たものと考えられる。 
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図 1 グラフェン直接析出成長のその場観察グラ

ファイト(002)回折ピーク強度の時間依存性 
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